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【背景・目的】 

次世代ディスプレイを実現するためには，薄膜トランジス

タ（TFT）の高い信頼性が必要不可欠となる．しかしながら，

様々な環境条件における高い信頼性は未だ不十分であり多く

の研究がなされている．特に光や大気条件といった外的要因

に対する信頼性評価は多くの研究者の間で行われているが，

素子の自己発熱効果に対する信頼性評価も解決すべき問題の

１つである．なぜなら，次世代ディスプレイを実現するため

には，高性能な TFT を熱伝導率の低いガラス基板や PET 基

板上に作製する必要があるからである．そこで本研究では，

素子の自己発熱効果に着目し，発熱効果がもたらす信頼性劣

化の解明を目的とした． 

【実験方法】 

実験ではボトムゲート型の a-InSnZnO TFT（幅/長さ=66/45

および 08/45 µm）を使用した．この材料は酸化物 TFTとして

非常に高い電子移動度を持つ事が報告されている．素子温度

の評価には 256×256 pixel CCD の InSb 検出器（赤外線微小部

分熱解析装置 Infra ScopeⅡ）を用いて，TFTの表面温度を観

測した．検出器の観察波長領域は 3-5 µmであり，赤外線の感

度を向上させるために素子温度を 50℃にした． 

【結果】 

 図１に評価に用いた TFT の光学顕微鏡画像および伝達特

性を示す．チャネル幅の異なる両者の TFTは，同様の伝達曲

線および電子移動度を示した．この 2種類の TFTに VDS = VGS 

= 20 Vの電圧を印加したところ，広いチャネル幅を持つ TFT

において高い発熱温度が得られた（図 2）．しかしながら，両

者の TFT の電流密度および電界強度分布はチャネル幅に関

係なく同様である．よって，チャネル幅の増加は熱の蓄積を

より顕著にし，高い発熱温度を示したと考えられる．さらに

信頼性評価を 2000 秒間行ったところ，チャネル幅の広い TFT

において顕著な劣化が見られた（図 3）．このことから，劣化

現象は高い発熱温度によって加速されたと考えられる 

図 1種々の a-InSnZnO TFTにおけ

る伝達特性および光学顕微鏡画像 

図 2発熱解析画像 

図 3閾値電圧変化 
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